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W ramach rozprawy doktorskiej zbadano mozliwos$¢ zastosowania tranzystorow MOSFET na
bazie weglika krzemu 1 azotku galu falowniku klasy DE z pasma 13,56 MHz. Autor rozprawy
nie znalazl publikacji w jezyku polskim na temat rezonansowych falownikow klasy DE 1 E o
czgstotliwosci pracy kilkunastu MHz zbudowanych z tranzystorow MOSFET SiC/GaN.
Badania na temat falownikow wcz. zbudowanych z dedykowanych tranzystorow krzemowych
firmy IXYS, byly wykonywane w Katedrze Energoelektroniki Napgdu Elektrycznego i
Robotyki Politechniki Slaskiej. Sprawno$¢ catkowita badanych falownikow wynosita
m<80%. Przyczyna stosunkowo niskiej sprawnosci byly zaré6wno duze straty jalowe
zastosowanych drajweréw scalonych firmy IXYS oraz wysoka warto$¢ rezystancji Rpseon)
dedykowanych do pracy przy wysokiej czestotliwosci tranzystorow MOSFET serii DE
(DE375-102N10A, 1000V/10A, prod. IXYS).

Wykonano 1 przebadano cztery wersje falownikéw klasy DE z tranzystorami SiC i GaN
MOSFET. W przypadku falownikow z tranzystorami GaN MOSFET udato si¢ uzyskac
sprawnos¢ catkowita przy pracy ciaglej 77~90%. Maksymalna sprawno$¢ calkowita przy
pracy ciagtej dla falownikow z SiC MOSFET wynosita 71p~80%. Dominujacym zrodiem strat
w wykonanych falownikach sa straty zwigzane z przelaczaniem tranzystorow, szacowane na
ok. 60% strat catkowitych.

Rezultatem pracy jest rowniez zaproponowany parametr Cpr;, charakteryzujacy straty jalowe
drajwera scalonego. Na chwile obecna w kartach katalogowych 1 literaturze nie zdefiniowano
parametru pozwalajacego na okreSlenie 1 poréwnanie mocy strat jatlowych Ppri réznych
drajweréw scalonych.

Opracowano model falownika klasy DE zawierajacy:

e Efektywna rezystancj¢ drenu Rpserr uwzgledniajaca wzrost rezystancji Rpscn) pod
wpltywem czestotliwosci 1 temperatury,

e Efektywna rezystancj¢ wyjsciowa Rosscir uwzgledniajaca straty w wyjsciowe;j
pojemnosci tranzystora,

® Model tranzystora z liniowym zanikiem pradu drenu,

® Rezystancje pasozytnicza obwodu rezonansowego R,r uwzgledniajaca wzrost
rezystancji cewki powietrznej pod wplywem czgstotliwo$ci i temperatury.

Zaproponowany model falownika klasy DE daje wyniki zgodne z pomiarami laboratoryjnymi
w granicach 10 punktow procentowych.



